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【はじめに】SiC デバイスのチップコスト低減を目的とするウエハの大口径化要求に対して

150mmφサイズのエピ技術開発を行っている。C 面エピ成長面内均一性向上のための制限要因の

把握[1]や 3 インチφ基板を 2枚並べた「みなし 6インチ」実験による検討[2]を進めてきた。今回、

装置改造を実施することで更に大幅なキャリア濃度均一性改善を狙った。 

【実験方法】本研究では 3×150mm 対応のホットウォール型減圧化学気相成長装置によるエピ成

長を行った。ガス系は SiH4/C3H8/H2 である。3 インチφウエハをウエハホルダーの直径方向に 3

枚並べてホルダー面内のキャリア濃度分布を把握する実験を行い、課題を考察した結果、フロー

チャネルの拡大を対策として実施し、キャリア濃度分布の改善効果を調べた。また、フローチャ

ネルの拡大による温度分布の変化を調べるために、改造前後で膜厚分布が既知の SiC エピウエハ

を用いて水素エッチング実験を行い、各部でのエッチング量を求め、別途行った一連の実験から

得ておいたエッチング量が温度に線形に依存する関係式を用いて温度分布をそれぞれ算出した。 

【実験結果】キャリア濃度分布の比較結果の例を Fig. 1 に示す。これまでの外周部においてキャ

リア濃度が大幅に上昇してしまっていた現象が抑制されていることを確認した。3インチウエハ 3

枚の測定点全ての値を用いて算出したσ/mean 値は 88.3%から 6.6%と大幅に改善された。原料ガ

ス入口付近におけるガスの過熱不十分な領域を減らせた（温度分布の均一性が向上した）ことが

効果的であったと考えている。改造前後で水素エッチング実験より推定したそれぞれの温度分布

を Fig.2に示す。特にガス入口部での低温度領域が改造によって高温化され、温度分布が改善して

いることがわかる。温度分布の均温化がキャリア濃度分布の均一化に寄与する大きな要因である

ことが示唆された。 
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Fig. 1  Carrier concentration distributions along   Fig. 2  Estimated temperature distribution along  

radial direction; comparison between results with   the gas flow direction; comparison between                                 

conventional and the modified reactor.            results with conventional and the modified reactor.  
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